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Plan prezentac

1 Motywacja
1 Efekty plazmonowe na:
* studniach na bazie GaN
* warstwach ZnO z wyspami Ag
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‘We predict theoretically a significant enhancement of the magneto-optical Faraday and Kerr effects in

Plasmonics allows light to be localized on length scales much shorter than its wavelength, which makes it possible to
the bilayer systems of a metallic film perforated with subwavelength hole arrays and a uniform dielectric integrate photonics and electronics on the nanoscale. Magneto-optical materials are appealing for applications in
film magnetized perpendicular to its plane. Calculations, based on a rigorous coupled-wave analysis of plasmenics because they open up the possibility of using external magnetic fields in plasmonic devices. Here, we fabricate
Maxwell’s equations, demonstrate that in such structures the Faraday effect spectrum has several a new magneto-optical material, a magnetoplasmonic crystal, that consists of a nanostructured noble-metal film on top of
resonance peaks in the near-infrared range, some of them coinciding with transmittance peaks, providing a ferromagnetic dielectric, and we demonstrate an enhanced Kerr effect with this material. Such magnetoplasmonic
z:;‘zi‘;:‘;z“s large Faraday rotation enhanced by an order of magnitude and high transmittance of crystals could have applications in telecommunications, magnetic field sensing and all-optical magnetic data storage.
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Probki studnie metal 50 nm =
GaN5nmm =
AlGaN 15nm =
GaN/GaN:Fe/GaN:Mn 10 nm —
AlGaN 15 nm =2
AlGaN 1000 nm =
ALO, =
1151341 - QW GaN 151343 — QW GaN:Mn 151344 — QW GaN:Fe
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Jakie metale 1 dlaczego?

haw ~ 3eV
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~Wzmocnienie” plazmoniczne dla studni
GaN/AlGaN (T=1.8K)
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~Wzmocnienie” plazmonowe dla studni
GaN/AlGaN (T=300K)
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~Wzmocnienie” plazmonowe dla studni
GaN/AlGaN (T=300K)

3.0 . : : : : : . . ,
[ —— QW GaN + Al (50nm) '
- 2.9F —— QW GaN:Mn + Ag/Al (6nm/44nm) -
40—5 L 4
E20¢
§ _
315
_ _
5 1.0
o 4
S
£ 0.5 .
_ = _
0

1500 2000 2500 3000 3500
Energy (meV)

Ostabienie systematycznie zalezy od grubosci warstwy Ag 10



" J
Whnioski — studnie GaN/AlGaN z
napylong warstwg metalu

1 Brak wzmocnienia plazmonowego, takze w obszarze
ekscytonowym (~3300meV) — istotny wptyw oksydac;ji?

1 Plazmony wydajnie absorbujg swiatto, ale powstate w
ten sposdb wzbudzenie plazmonowe zanika
nieradiacyjnie?

1 Obserwowany efekt nie zalezy znaczgco od
temperatury.

1 Widoczny wptyw Ag na obserwowane ostabienie emisji .
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Probki ZnO

(] ”niewygrzana” - He-Cd 325 nm (3.81 eV)
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PL warstwy ZnO ,niewygrzewanej”
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PL warstwy ZnO ,wygrzewanej”

ZnOI 50,'60 ,nm,/ G?N + Agl anpea!ed Zn0 50-60 nm / GaN + Ag annealed
T=5K
Q| - - without metal (Ag) ) T=5K i
) —_—i Q | - = without metal (Ag) I i
qc_) T=3o(\)N|ih metal (Ag) 8 - x:thomuegf(ig) g :|
8 wrhout mefal (A9) — 8 T=30(\)Nﬁhout metal (Ag) ! ‘
GCJ i T winmetal(Ag) 7 % B —— with metal(Ag) 1 || |
c £ I
g = Iy
o) > 1
g ' 3| N
c (@) , I
o & ’ 1
T = \
2000 2400 2800 3200 3600 3100 ' 3200 3300 3400
Photon energy (meV) Photon energy (meV)
0 Zn0 50-60 nm / GaN + Ag annealed ZnO 50-60 nm / GaN + Ag annealed
T ) T ) T ) T ) T 2.0 T T T T T T T
8+ i
—T=5K 15} —— T=5K .
g —— T=300 K g —— T=300 K
3 6 E
_§ ] § 10 r T
E | —
_5 2 500
2800 0.0

2000 2400 3200 3600 3100 3200 3300 3400 4
Photon energy (meV) Photon energy (meV)



PL warstwy ZnO w T = 300 K
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PL warstwy ZnO wT=5K
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Whnioski — warstwy ZnO z wyspami Ag

1 Silniejsze efekty plazmonowe (m. in. ostabienia emisji w

obszarze ekscytonowym) zaobserwowano w przypadku
probki ,wygrzewanej".

1 Ostabienie emisji nie zalezy znaczgco od temperatury.

1 Kulki Ag wydajnie absorbujg swiatto, ale powstate w ten
sposob wzbudzenie plazmonowe zanika nieradiacyjnie?
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7 Fotoluminescencja i transmisja na:

0

powtorzenie pomiarow na tych samych studniach z napylong
warstwg Al — wptyw oksydacji?

na studniach ze zoptymalizowanymi grubosciami napylanych
warstw

wygrzewanych warstwach ZnO pokrytych cienszag/grubsza
warstwg metalu (mniejsze/ wieksze wyspy AQ)

warstwach ZnO pokrytych dwoma metalami np. aluminium ze
srebrem lub aluminium ze ztotem

probkach pokrytych metalami ferromagnetycznymi (Fe, Mn,
Co)

przykrywanie ztotem w celu unikniecia degradacji warstwy
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